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Plan prezentacji

o Wstep

o Tranzystory JFET

o Tranzystory MOSFET — jak to dziata?
o MOSFET jako przetacznik mocy

e Podsumowanie
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Wstep

W teorii nie ma réznicy miedzy praktyka a teoria.
W praktyce jest.”
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Wstep

Symbole

5 Lo G s
G_.Iﬂls dt's —‘ﬂD

JFETN  MOSFET N MOSFET P




L7
‘%;J Politechnika Wroctawska
Koto Naukowe Robotykéw ,KoNaR"

Wstep

Tranzystory polowe

e Wszystkie tranzystory polowe s3 sterowane napieciowo
/D = f( VG5)

e W warunkach pracy statycznej w obwodzie bramki nie
ptynie prad.

e Rezystancja wejSciowa jest ogromna
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Tranzystory JFET

Charakterystyki: przej$ciowa i

wyjscia
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Tranzystory JFET

Charakterystyki: przejsciowa i wyjécia. Whnioski
e Tranzystory JFET N s3 normalnie otwarte, do ich zatkania
nalezy przytozy¢ ujemne napiecie Vs
e Podstawowe parametry:
e Prad nasycenia Ipss (Vs = 0),
o Napiecie odciecia Vgso (Ip = 0),
o Transkonduktancja, czyli nachylenie charakterystyki przejsciowej
g= j/% ["’—VA :mS:mmho].
e Przy odpowiednio duzym Vps obwéd drenu zachowuje sie
jak zrédfo pradowe.
e Przytozenie dodatniego napiecia Vs spowoduje przeptyw
pradu bramki.
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Tranzystory JFET

Tranzystory JFET — parametry graniczne

Maksymalny prad drenu /p

Maksymalne napiecie Vps
Maksymalne napiecie Vs
Maksymalny prad bramki /g

Moc admisyjna
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Tranzystory JFET

Przydatne uktady
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Tranzystory JFET

Jak wyznaczy¢ prad zrédta?
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Tranzystory MOSFET

Podstawowe ukfady pracy
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Tranzystory MOSFET

Charakterystyki: przejsciowa i wyjscia
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Tranzystory MOSFET

Tranzystory MOSFET — parametry

Maksymalny prad drenu /p

Maksymalne napiecie Vps
Maksymalne napiecie Vs
Moc admisyjna

Napiecie progowe Visin

Rezystancja miedzy drenem a zrédtem w stanie
(catkowitego) otwarcia Rps(on)
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Tranzystory MOSFET

OPERATION IN THIS
AREA MAY BE LIMITED
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Tranzystory MOSFET

Kilka wnioskéw

e W stanie petnego otwarcia obwéd drenu zachowuje sie jak
rezystor o bardzo matej wartosci Rps(on) (utamki oma).

e Napiecie potrzebne do catkowitego otwarcia tranzystora jest
duzo wieksze (zwykle okoto 2.5 raza) niz napiecie progowe
Vst

® Rps(on) rosnie wraz ze wzrostem temperatury = MOSFETy
mozna faczy¢ réwnolegle.

e W tranzystorach MOSFET nie wystepuje zjawisko wtdrnego
przebicia.

e Uwaga na niskie napiecie przebicia bramka-zrédto!
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MOSFET jako przetacznik mocy

Pojemnosci pasozytnicze

e Pojemnosci:

e wejsciowa
Ciss = Ces + Cop
e oddziatywania

wstecznego ;
Crss = Cop

e wyjéciowa ——
Coss = Cps + Cep G ——

o Wartoé¢ Cgp jest

powielana przez efekt |

Millera!

7]




L7
‘%g Politechnika Wroctawska
Koto Naukowe Robotykéw ,KoNaR"

MOSFET jako przetacznik mocy

R + C = filtr dolnoprzepustowy

a) vee
+av  100kHz AL
AL
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MOSFET jako przetacznik mocy

R + C = filtr dolnoprzepustowy

a) vee
+av  100kHz AL
AL
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MOSFET jako przetacznik mocy

Straty mocy podczas przetaczania

a) przebieg “przed” rezystorem R1 b) przebieg bez rezystora R1
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MOSFET jako przetacznik mocy

Szybkos¢ przetaczania

e tadowanie

kondensatora:
_ CU _ Qg
t=- =7

e Straty mocy w obwodzie
sterujacym:
Ps = Uprv Qs fprv

TVorv 4

—

Vgs, Gate-to-Source Voltage (V)

Qs

Qg, Total Gate Charge (nC)
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MOSFET jako przetacznik mocy

Straty mocy podczas przetaczania. Whioski.

e Szybsze przetagczanie MOSFETa pozwala ograniczy¢ straty
mocy.

e Ze wzgledu na bardzo duze pojemnosci wejsciowe (nawet
ponad 2 nF!) wydajnos¢ pradowa sterownika musi by¢ tym
wieksza im wieksza jest czestotliwos¢ przetaczania.

e Im ,wiekszy” MOSFET tym wieksze pojemnosci. Nie
przesadzamy z parametrami maksymalnymi!
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MOSFET jako przetacznik mocy

Przyspieszamy!
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MOSFET jako przetacznik mocy

Przyspieszamy!
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MOSFET jako przetacznik mocy

Przyspieszamy!
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MOSFET jako przetacznik mocy

Straty mocy w ukfadzie sterujagcym

PD(npn) = <

P D(pnp) —

Ve
VCC — 7) QGI[ + VBE/Btf

QGf + Vgelgtf
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MOSFET jako przetacznik mocy

Nie zmniejszamy R do zera!
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MOSFET jako przetacznik mocy

Sterowniki MOSFET éw
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Podsumowanie

Dziekuje za uwage.
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